Abstrakt: Karbid kiemiku (SiC) je polovodi¢ s Sirokym zakazanym pasem s vysokou
tepelnou, chemickou a mechanickou odolnosti. Pomoci termalni dekompozice kiemiku z SiC
je mozno vyrlGst na povrchu vysoce kvalitni epitaxni grafen, jehoz vyrobu je mozné
primyslove Skéalovat. Tato prace zkouma, zda je mozné opticky hradlovat epitaxni grafen a
jaky vliv na elektrickou stabilitu epitaxniho grafenu ma okolni prostiedi. Experimentalni ¢ést
prace se skladd z optimalizace pfipravy kontakti vzorkd pomoci elektronové litografie,
meéieni vlivu okolni atmosféry na elektrické vlastnosti grafenu, méteni zavislosti proudu na
optickém vykonu a spektralni zavislosti fotovodivosti grafenu. Béhem méieni byl prokazan
znacny vliv adsorpce molekul z prostiedi na elektrické vlastnosti grafenu.



